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ANEXO F

MATRIZ DE CAPACIDADES DE LOS ELECTRODOS
DEL FET

El circuito equivalente de las capacidades de los electrodos se muestra en la Figura F.1,
donde se indican los nodos G’, D’ y S, numerados como 1, 2 y 3, respectivamente.

lCGG l Cop l Css

Figura F.1 Circuito equivalente de las capacidades de linea

Las expresiones de corriente en funcion de la tension, se definen como:

I Co6 +Cqs +Cop -Cop - Cgs 4
L |=jo -Cep Cpp +Cps +Cop -Cps 1V, (F.1)
I3 —Cgs —Cps Css +Cps +Cqs | | V3

Para calcular la capacidad equivalente entre G’ y D’, se hace 13=0, en donde se tienen las

siguientes expresiones de corriente:
Wz C g (F.2)
= joC; - .
LTy,

y matriz de capacidades equivalente bajo estas condiciones es, /1/:
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Co + CysCs +& —C,, - CosChs
> _ Cy Cy Cy (F.3)
—C,, - CosChs C,,+ CpsCas _}_&
Cy Cy Csy
con:
C33 = CDS + CGS + Css 5 CA = CGDC33 + CGSCDS (F.4)

Entonces, la capacidad equivalente entre G’ y D’ es:

Cp? =—~Cgp— CasCos (F.5)
C‘DS + CGS + CSS
De forma similar para calcular la capacidad entre G’ y S’, se hace 1,=0, y se tiene:
Ciy? =—Cgs — CanCos (F.6)
CGD + C'DD + CDS
Finalmente la capacidad entre D’ y S’, con I,=0, es igual a:
szsx = —Cps CarCso (E.7)

CGG + CGD + CGS
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